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1.はじめに：我々はこれまでに、4H-SiC、及び 6H-SiC 基板上に成長した 3C-SiC 薄膜の結晶性

を界面顕微光応答法により 2 次元評価してきた [1-3]。今回、SiC ウエハーの存在する典型的な構

造欠陥を評価したので報告する。 
2.実験条件：  6H-SiC 基板上に p+-6H-SiC を 2μm、及び

p--6H-SiC を 30μm 成長した。p-SiC 表面に Ni 電極を蒸着し、オ

ーミック熱処理を行った。その後、Au/Ni ショットキー電極(200 
µmf)を形成した。 
界面顕微光応答測定では、波長 659 又は 405 nm のレーザ光を

半導体側から照射し、界面で集光・走査しながら光電流を検出

した 。単位光子数当たりの光電流を Photoyield (Y)とする。 
3.結果と考察： 図 1 にショットキー電極の金属顕微鏡像を示

す。電極内にいくつかの凹状の結晶欠陥が観察される。図 2 に

示す(a)波長 659 nm の Y像は均一であり、結晶欠陥の部分でも電

極界面の特性は周辺部と同じであることが判明した。一方、(b)
波長 405 nm の Y像では欠陥に対応したパターンが得られた。この波長では SiC の基礎吸収を伴っ

て光電流が発生するため、結晶欠陥の影響を大きく受けたものと思われる。このように可視光と

近紫外光を併用すると電極界面と半導体側の情報を分離して評価出来ることが示された。 
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Fig 1. Nomarski microscope 
image of the Au/Ni/p-SiC 
Schottky contact. 
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Fig 2. Y images at l = (a) 659 and (b) 405 nm of the Au/Ni/p-SiC Schottky contact. 
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